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Die Erf inching betrif ft eine Dunns chicht anordnung mit einem Sub- 
strat und zumindest einem auf dem Substrat in Diinnschichttechnik 
aufgebrachten elektronischen Dunnschichtbauelement, wobei auf 
dem Substrat eine Grundelektrode vorliegt, auf der zum Dunn- 
schichtbauelement gehSrigen Dunnschichten einschliefilich einer 
oberen Deckel ektrode angeordnet sind. 

In entsprechender Weise bezieht sich die Erf indung auf ein Ver- 
fahren zum Herstellen einer Dtinns chicht anordnung mit wenigstens 
einem elektronischen Diinnschichtbauelement, das in Dtinnschicht- 
technik auf einem Substrat aufgebracht wird. 

Aus der US 4 839 558 A ist eine Anordnung mit Elektrolumines- 
zenz-Elementen auf einem Substrat bekannt, welches als Leiter- 
platte vorliegen und andere Elektronikkomponenten tragen kann. 
Die bekannte Elektrolumineszenz-Anordnung ist dabei als Dick- 
schichtstruktur auf dem Substrat aufgebracht, wobei die elektro- 
lumineszierende Schicht auf nach einem Atzen verbleibenden 
Kupf erkaschierungs-Grundelektroden aufgedruckt wird. Dariiber 
wird eine durchsichtige Abdeckung aus Glas mit einer inneren 
Zinnoxids chicht als Elektrode mit Hilfe eines AdhSsivs ange- 
bracht. Eine derartige Struktur hat nicht nur den Nachteil von 
vergleichsweise grofien Abmessungen, insbesondere in Dickenrich- 
tung, sondern auch jenen einer aufwendigen Herstellung. 

Aus der EP 1 087 649 A ist es andererseits bekannt, eine Elek- 
trolumineszenz- Anordnung in Dunns chicht technik auf einem Sub- 
strat und innerhalb einer Verkapselung anzubringen, wobei als 
aktive Schicht fur die Elektrolumineszenz insbesondere eine 
organische (oder aber auch anorganische) Licht emittierende 
Schicht angebracht wird. Unterhalb hiervon wird auf dem Substrat 
eine Grundelektrode beispielsweise durch Niederschlagen aus der 
Dampf phase angebracht, und iiber der Licht emittierenden Schicht 
wird in ahnlicher Weise ein leitendes Material aus der Dampfpha- 
se niedergeschlagen, urn eine Deckelektrode zu bilden. In Hin- 
blick auf eine matrixartige Anordnung von Elektrolumineszenz- 
Elementen, fiir ein. Display , wenden die DeclzelektroderL dabei in: 
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vorliegen. In Hinblick auf die Diinnschichttechnik, die hier zur 
Realisierung der Elektrolumineszenz-Anordnung angewandt wird, 
wird ein Glassubstrat verwendet, welches mit einer ausreichend 
glatten Oberflache vorliegen kann, um die einzelnen Dunnschich- 
ten problemlos anbringen zu k6nnen, wobei iiberdies auch die er- 
forderliche Inert-Eigenschaf t gegeben ist, d.h. aus dem Glas- 
material diffundieren keine Substanzen in den jeweiligen Dunn- 
schichtaufbau. Ein derartiges Glassubstrat hat jedoch den Nach- 
teil, dass es vernal tnismafiig aufwendig und teuer in der Her- 
stellxing ist, iind dass es sich weniger gut zur Montage weiterer 
elektronischer Bauelemente, insbesondere im Zuge einer miniatu- 
risierten Schaltiuigsanordnung, eignet. 

Andererseits ist eine klassische Leiterplatte mit einer metalli- 
schen Kaschierung, insbesondere Kupf erkaschierung, auf einem 
isolierenden bzw. dielektrischen GrundkSrper nicht mit Diinn- 
schichttechniken kompatibel . 

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, hier Abhilfe zu schaffen und 
eine Technik vorzusehen, mit der in einfacher und preiswerter 
Weise Dunnschichtanordnungen ermoglicht werden, ohne dass fur 
diese aufwendige Substrate aus Glas benStigt werden. Insbesonde- 
re wird mit der Erfindung angestrebt, an sich herkSmmliche Lei- 
terplatten einsetzen zu k6nnen \ind in diesen direkt die ge- 
wiinschten elektronischen Diinnschichtbauelemente, wie insbesonde- 
re Elektrolumineszenz-Anordnungen, aber auch andere elektroni- 
sche Bauelemente, zu integrieren, wobei selbstverstandlich zu- 
satzlich auch eine Bestiickung mit elektrischen Bauelementen in 
herkOmmlicher Weise moglich sein soil. 

Die erfindungsgemaSe Diinnschichtanordnung der eingangs angefuhr- 
ten Art ist dadurch gekennzeichnet , dass das Substrat durch eine 
an sich bekannte Leiterplatte mit einem Isoliermaterial-Grund- 
karper und einer Metallkaschierung als . Leiterschicht gebildet 
ist, dass die Leiterschicht die Grundelektrode bildet und hier- 
ftir zumindest an der Stelle des Dunnschichtbauelements geglattet 
ist, und dass zwischen der geglatteten, gegebenenfalls verstark- 
ten Leiterschicht und den daruber liegenden Dunnschichten des 
Dunnschichtbauelements eine Kontaktschicht in Dtinnschichttechnik 
vorgesehen ist, welche auf der Oberflache der Grundelektrode 
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physikalisch bzw. chemisch adsorbiert ist. 

GemSS der Erfindung wird somit eine herkflmmliche Leiterplatte 
„konditioniert u , urn sie mit Dtinnschichtsystemen kompatibel zu 
gestalten. Dabei wird zur Bildung der Grundelektrode die Leiter- 
schicht, also die Metal Ikaschierung der Leiterplatte, geglattet 
oder poliert, urn so eine Basis fur einen Dunns chichtaufbau zu 
schaffen. Die so erhaltene Grundelektrode kann dabei im Bedarfs- 
fall noch chemisch bzw. elektrochemisch verstarkt werden, wobei 
dann die angesprochene Giattung der OberflSche der Grundelektro- 
de nach Anbringung einer solchen VerstSrkung erfolgt. Die Giat- 
tung ftthrt dabei insbesondere zu einer mittleren Oberf lachenrau- 
igkeit von maximal 10 nm, bevorzugt maximal 3 nm; wobei sich die 
entsprechende Rauigkeitsbestimmung auf technologisch relevante 
Fiachen der GroBe 20 x 20 urn 2 (Mikrorauigkeit) beschrankt. Un- 
ebenheiten grdfierer lateraler Ausdehnung (Makrorauigkeit) sind 
in Dttnnschicht-technologischer Hinsicht irrelevant. Auf der so 
erhaltenen mikroskopisch glatten Oberfleiche der Grundelektrode 
ist dann eine Kontaktschicht vorhanden, die bevorzugt metallisch 
ist, aber auch eine sonstige anorganische oder organische che- 
mis che Schicht oder auch Halbleiterschicht sein kann, und die 
insbesondere mehrere Funktionen erftillen kann. Zum Einen dient 
diese Kontaktschicht zur Passivierung der Metal Ikaschierung 
(Grundelektrode) , so dass keine Substanzen aus der Metallka- 
schierung in den dariiber befindlichen Dunns chichtaufbau, z.B. 
mit organischen Elektrolumineszenzschichten, diffundieren 
kSnnen. Insbesondere ist die Kontaktschicht zum Anderen eine 
Kontakt-*Ve:mittlungs* -Schicht, die den elektrischen Kontakt 
zwischen den aktiven oder passiven Diinnschichten des Dunn- 
schichtbauelements und der Grundelektrode verbessert und stabi- 
lisiert; weiters ist diese Kontaktschicht auch eine Haftverbes- 
serungs schicht, die die Haftung der Dunns chichtstruktur auf der 
Grundelektrode stabilisiert und so eine Langzeit-Haf tung sicher- 
stellt. Die jeweilige Kontaktschicht ist naturgemSS abhangig vom 
jeweils zu integrierenden Dtinnschichtbauelement zu wahlen, und 
sie wird im Allgemeinen f otolithograf isch strukturiert und mit- 
tels iiblicher Dunns chichtverf ahr en , also durch thermisches Ver- 
dampf en, durch Kaltlcatodeiabeschichfcung, durch S ch3 euderbeschi ch- 
tung usw. e aufcisbrachu . ui = ^"tzslztz chichi &ssc.55i*: z'oz ~2 



Palladium Oder Platin etc., es kdnnen jedoch zur Bildung der 
Kontaktschicht auch leitfahige Suspensionen und Lasungen, z.B. 
Polyanilin, Polyethylen-Dioxithiophen/Polystyrolsulf onsSure 
usw. , eingesetzt werden. Durch die Glattung der die Grundelek- 
trode bildenden Leiterschicht sowie die Anbringung der Kontakt- 
schicht wird eine gute Adhasion der jeweiligen Dunnschichtstruk- 
tur sowie ein adaquater elektrischer Kontakt gesichert, so dass 
es moglich ist, Dtinnschichtstrukturen an herkommlichen Leiter- 
platten mit dielektrischem Grundkorper und Metallkaschierung zu 
integrieren. Die Leiterplatten konnen dabei, wie derzeit zumeist 
im Einsatz, aus einem Epoxidharz-Grundkorper mit einer doppel- 
seitigen Kupf erkaschierung bestehen. Die Kupf erkaschierung oder 
allgemein Metallkaschierung ist an sich vergleichsweise dick und 
kann mit Vorteil auch als Kuhlelement ftir die jeweilige Diinn- 
filmstruktur dienen; fur diese Kuhlfunktion kann die Kupferka- 
schierung auch entsprechend dick gewahlt (oder verstSrkt) wer- 
den. 

Es sei erwahnt, dass der vorerwShnte Begriff ff elektronisch tt hier 
in einem breiten Sinn zu verstehen ist und insbesondere auch 
elektro-optische Systeme bzw. Schichten mit umfassen soil, wie 
insbesondere Elektrolumineszenz-Anordnungen, wie sie an sich be- 
kannt sind, vgl . aufier den beiden eingangs erwahnten Dokumenten 
US 4 839 558 A und EP 1 087 649 A auch die EP 0 854 662 A. In 
vergleichbarer Weise sind als „elektronische w Dunns chichtbau- 
elemente mit der erf indungsgemaSen Technik aber auch beispiels- 
weise Solar zellen, Sensoren, und zwar insbesondere optische Sen- 
soren, aber auch Temperatursensoren und dgl., und weiters der- 
artige elektronische Bauelemente wie Dioden, Transistoren, Feld- 
ef fekt trans is tor en und Schutzelemente (z.B. Uberspannungsschutz- 
elemente) denkbar. Diese Dtinnschichtbauelemente konnen jeweils 
wie an sich bekannt durch eine Verkapselung gegen Umgebungsein- 
flusse geschutzt sein, wobei es weiters insbesondere auch mog- 
lich ist, innerhalb der Verkapselung, die. ein freies, mit Gas 
gefulltes Volumen umschlieSt, Gettermaterialien einzubauen, die 
Sauerstoff und/ oder Wasser im Gas volumen aufnehmen und so das 
Dunnschichtbauelement gegen unerwunschte chemische Prozesse 
schtitzen. Im Falle einer Elektrolumineszenz-Anordnung oder einer 
fotovoltaischen-Anordnung, aber auch eines optischen Sensors als 
Dunnschichtbauelement, ist die Verkapselung durchscheinend oder 
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durchsichtig ausgebildet, ebenso wie die Deckelektrode und eine 
gegebenenfalls unter dieser vorhandene eigene Kontaktschicht, 
die wieder - zusatzlich - zur Kontaktvermittlung, Stabilisierung 
und Passivierung vorgesehen sein kann. 



Im Fall einer Elektrolumineszenz-Anordnung kann die Verkapselung 
in an sich bekannter Weise mit Farbwandler- bzw, Indexanpas- 
sungsschichten ausgertistet sein, die zu den lokalen Grundelek- 
troden bzw. lokalen Durmschichtbauelementen ausgerichtet sind. 

In Hinblick auf den erf indungsgemas in vorteilhaf ter Weise 
ermoglichten Einsatz einer herkSmmlichen Leiterplatte als Sub- 
strat und die damit gegebenen MSglichkeiten fur das Vorsehen der 
vers chi edens ten Muster von lokalen Grundelektroden ist es im 
Fall einer Elektrolumineszenz-Vorrichtung als Dtinnschichtbau- 
element-System von besonderem Vorteil, wenn lokale Grundelektro- 
den, die individuelle Durchkontaktierungen haben, innerhalb 
einer isolierenden Gitterstruktur auf der Leiterplatte vorliegen 
und dartiber ein flachiges Elektrolumineszenz-Dtinnschichtsystem 
sowie eine flachige oder aber streifen- oder symbolweise struk- 
turierte Deckelektrode angebracht sind. Bei einer solchen Aus- 
bildung kann die jeweilige DvLnnschichtstruktur samt Deckelektro- 
de in besonders einfacher Weise integriert werden, ohne dabei an 
SteuerungsmOglichkeiten ftir die einzelnen Elektrolumineszenz- 
Elemente einzubiiSen. 



Ein weiterer Vorteil der Verwendung einer herkommlichen Leiter- 
platte besteht auch darin, dass zur Kontaktierung der Elektroden 
durch den Leiterplatten-Grundkorper hindurch an sich bekannte 
sog. Via-Verbindungen vorgesehen werden konnen. Diese Durchkon- 
taktierungen, insbesondere lasergebohrte Durchkontaktierungen, 
ergeben wegen ihrer engen, miniaturisierten Anbringung die Mog- 
lichkeit einer Integration von Bauelementen, insbesondere opto- 
elektronischen Bauelementen, mit besonders hoher Dichte, so dass 
beispielsweise Anzeigesysteme mit einer Vielzahl von kleinen, 
nahe aneinander angebrachten Bildpunkten, d.h. hoch auflosende 
Anzeigesysteme, erzielt werden konnen. Denkbar sind aber auch 
Durchkontaktierungen auf Basis macharti seller BohrungierL oden. Plas — 
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elektroden vorgesehen; man spricht in dies em Fall von einer sog. 
Via-In-Electrode(VIE) -Struktur. Es ist aber auch moglich und im 
Hinblick auf die Kontaktierung der Deckel ektroden ublich, 
Durchkontaktierungen versetzt zu den zugehdrigen Elektroden zu 
positionieren, wobei dann eine horizontale elektrische Verbin- 
dung von einem Via-Pad an der Oberseite der Leiterplatte zum 
Bauelement herzustellen ist. Eine derartige Struktur wird Via- 
Off -Electrode (VOE) -Struktur genannt . 

Bei Anbringung mehrerer Diinnschichtbauelemente auf der Leiter- 
platte, wie dies in der Regel der Fall sein wird, sind die Be- 
reiche auf der Metal lkaschierung der Leiterplatte zwischen den 
Dtinnschichtbauelementen zu entfernen, wobei auch eine zusatzli- 
che Isolierung, beispielsweise aus einem Fotolack, hergestellt 
und in einem Fotolithograf ieverf ahren lateral strukturiert ange- 
bracht wird. Diese Isolierungen umschliefien die einzelnen Diinn- 
schichtbauelemente einschliefilich ihrer Grundel ektroden und iso- 
lieren sie so gegeneinander . Dabei ist es auch hier vor Anbrin- 
gung der Isolierungen zweckmafiig, die von der Metal lkaschierung 
bzw. Leiterschicht freigelegten Bereiche der Leiterplatte durch 
eine Passivierungsschicht , die mit Hilfe einer herkammlichen 
Dunnschichttechnik angebracht wird, zu „verschlie£en* und so 
eine Kontamination des jeweiligen Dtinnschichtbauelements durch 
aus dem Grundkorper der Leiterplatte austretende Substanzen zu 
verhindern. Diese Passivierungsschicht kann beispielsweise aus 
Siliziumoxid, aus einem Sol-Gel-System oder einer Epoxidverbin- 
dung bestehen. Auch hier ist selbstverstandlich die jeweilige 
Passivierungsschicht wieder in AbhSngigkeit von der Art der ub- 
rigen Materialien, insbesondere des Materials des Grundkorpers 
der Leiterplatte, auszuwahlen, und die Passivierungsschicht wird 
in der Regel fotolithograf isch strukturiert und mittels tiblicher 
Dtinnschichtverfahren, wie etwa durch thermisches Verdampfen oder 
durch Kaltkatodenbeschichtung, aufgebracht. Anstatt einer sol- 
chen strukturiert en, lokalen Aufbringung ist- aber auch eine zu- 
nachst vollf lachige, gleichf drmige Aufbringung einer Passivie- 
rungsschicht, etwa als Laminat, denkbar, wobei nachtrSglich eine 
Strukturierung mit Hilfe fotolithograf is cher Atztechniken durch- 
geftihrt wird. 

Wie vorstehend erwahnt ist ein wesentliches Merkmal fur die Ein- 



satzm&glichkeit von herkdmmlichen Leiterplatten bei den vorlie- 
genden Duimschichtanordnungen darin zu sehen, dass die Leiter- 
schicht bzw. lokale Grundelektroden, die aus dieser Leiter- 
schicht durch Strukturieren erhalten wurden, zwecks Erzielung 
einer geringen Oberf lachenrauigkeit gegiattet werden. Dieses 
Giatten kann auf vielfaitige, an sich tibliche Weisen realisiert 
werden, wobei mechanische, aber auch elektrochemische, chemische 
und chemisch-mechanische Giattungsverf ahren oder ein Polieren 
durch Ionenatzen sowie eine Kombination dieser Verfahren m6glich 
sind. Insbesondere ist es hier denkbar, dass die Lei ter schicht 
durch chemisches Atzen, beispielsweise mit Schwef elsaure, Salpe- 
tersSure oder Chromschwef elsaure, gegiattet wird. Andererseits 
ist es auch vorteilhaft, wenn die Leiterschicht durch Beschuss 
mit Partikeln einzelner oder mehrerer Atome oder Molekiile, wie 
z.B. Argon oder Argon-Cluster, gegiattet wird. 

Im Fall der Anbringung einer Vers tar kung der lokalen Grundelek- 
troden ist es weiters zweckmaSig, die Leiterplatte zuvor in den 
ubrigen Bereichen vortibergehend f otolithograf isch zu passivie- 
ren. Die hier fur angebrachte Pas sivierungs schicht wird nachfol- 
gend, noch vor Anbringen der jeweiligen Dunns chichtbauel entente, 
insbesondere noch vor Anbringen der Kontaktschichten, wieder 
entf ernt . 

Im Falle einer Strukturierung der Leiterschicht zur Bildung lo- 
kaler Grundelektroden ist es im Obrigen auch denkbar, eine Giat- 
tung der Leiterschicht noch vor der (insbesondere f otolithogra- 
fischen) Strukturierung der Leiterschicht dur chzuf uhr en . 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von besonders bevorzugten 
Ausftihrungsbeispielen, auf die sie jedoch ni'cht beschrankt sein 
soil, und unter Bezugnahme auf die Zeichnung noch weiter eriau- 
tert. Dabei zeigen in der Zeichnung im Einzelnen: Die Fig. 1A 
und IB in einer schematischen Querschnittsdarstellung bzw. 
Draufsicht eine Dtinnschichtanordnung in Form einer Elektrolumi- 
neszenz-Vorrichtung; die Fig. 2A, 2B und 2C in schematischen 
Draufsichten ahnlich jener von Fig. IB auf einanderf olgende Fer- 
tigungsschritte dieser Elektroluittijiesser^-V^^ Fig . 2D' 

eine - s-cbsm^tischs Ou^cchnitit^d^^r = 1 1 r--v3. - . - - . 



ma& Fig. 2 A bis 2C, vor Fertigstellung der Vorrichtung; die Fig. 
3 bis 8 mehr im Detail die Herstellung einer solchen Elektrolu- 
mineszenz -Vorrichtung ausgehend von einer herkemmlichen Leiter- 
platte, wobei im Einzelnen in Fig. 3 A ein schematischer Quer- 
schnitt durch eine solche Leiterplatte gezeigt ist, in Fig. 3B 
und 3C die Vorbereitung dieser Leiterplatte unter Durchkontak- 
tierung und f otolithograf ischer Strukturierung ihrer Metall- 
kaschierung, und wobei in Fig. 4A in einer vergleichbaren Quer- 
schnittsdarstellung der Zustand nach Anbringung einer Passivie- 
rungsschicht an der Substratunterseite als Vorbereitung ftir. die 
Anbringung einer Grundel ekt roden- Vers tar kung gezeigt ist; in den 
Fig. 4B und 4C sind Detailschritte zur Anbringung einer Verst&r- 
kung der strukturierten Metallkaschierung (Fig. 4B) , der Glat- 
tung der Elektrodenoberf ISche (Fig. 4C) , und der Zustand nach 
Entfernen der Passivierungsschicht (Fig. 4D) gezeigt; in den 
Fig. 5A bis 5C sind die Anbringung einer Fotolackstruktur zwecks 
Herstellung lokaler Kontaktschichten (Fig. 5A) , der Aufbau mit 
einer abgeschiedenen Kontaktschicht (Fig. 5B) sowie schlieSlich 
der Zustand des Substrates samt Grvindel ekt roden \ind Kontakt- 
schichten nach Entfernen der temporaren Fotolackstruktur 
(Abrisskante) (Fig. 5C) veranschaulicht ; die Fig. 6A, 6B und 6C 
zeigen auf einanderf olgende Schritte bei der lokalen, f otolitho- 
graf isch unterstutzten Anbringung einer strxikturierten Passi- 
vierungsschicht an der Substratoberseite; die Fig. 1A, 7B und 7C 
zeigen einzelne Schritte bei der Anbringung von optoelektronisch 
aktiven organischen Schichten (Fig. 7A) , einer oberen licht- 
durchlassigen Kontaktschicht (Fig. 7B) und einer oberen licht- 
durchlassigen Deckelektrode (Fig. 7C) zwecks Veir^ollstandigung 
des Dunns chi chtbauelement-Aufbaus; die Fig. 8A, 8B und 8C 
schlieSlich die abschlieSenden Schritte zur Anbringung einer 
Verkapselung fur die Elektrolumineszenz-Dtinnschichtanordnung mit 
Hilfe eines Klebewulstes (Fig. 8A) , auf dem die Verkapselungs- 
schicht angebracht wird (Fig. 8B) , und zur Integration lateral 
strukturierter Farbwandlerschichten .(Fig. . 8C) ^ .Die Fig. 9A bis- 
9D veranschaulichen auf einanderf olgende Herstellungsschritte zur 
Fertigung einer f otovoltaischen Zelle mit organischem, opto- 
elektronischem Dunnschichtmaterial ; und die Fig. 10 und 11 je 
eine ahnliche schematische Querschnittsdarstellung einer Dunn- 
schichtanordniang mit einer „organischen n Diode (Fig. 10) bzw. 
mit einem (Feldeff ekt-) Transistor (Fig. 11). 
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In Pig. 1A ist eine Dunns chichtanordnung in Form einer Elektro- 
lumxneszenz-Vorrichtung 1 schematise* in einer Querschnittsdar- 
stellung gezeigt. Diese Elektrolumineszenz-Vorrichtung 1 weist 
als Substrat eine herkommliche Leiterplatte 2 mit einem isolie- 
renden GrundkSrper 3 auf , auf dem lokale Grundelektroden 4 als 
verbleibende Teile der strukturierten Metal Ikaschierung oder 
Lexterschicht 5 der Leiterplatte 2 vorliegen. Diese Grundelek- 
troden 4 sind uber mechanisch oder Laser-gebohrte Durchkon- 
taktierungen 6 mit Kontaktstellen 6- an der Substrat-Unterseite 
verbunden, so dass von der Substratunterseite entsprechende 
Steuersignale an die Grundelektroden 4 angelegt werden k6nnen. 
Dxese Grundelektroden 4 sind beispielhaft aus Fig. IB als qua- 
dratxsche Flachen erkennbar, und sie sind durch eine in Drauf- 
sxcht gitterfSrmige Isolierstruktur 7 voneinander getrennt. 

Oberhalb der Grundelektroden 4 und der Isolierstruktur 7 ist 
insbesondere flachig eine. organische Elektrolumineszenz-Dunn- 
schichtstruktur angebracht, die im Prinzip beispielsweise wie 
xn EP 1 087 649 A Oder EP 0 854 662 A ausgebildet sein kann, 
wobex der inhalt dieser Dokumente durch Bezugnahme hierauf als 
nier enthalten anzusehen ist. 

Ober dem organischen Elektrolumineszenzschichtsystem 8 befindet 
sxch eine transluzente leitfahige, bevorzugt ebenfalls flachig, 
gegebenenfalls in Streifenform oder aber auch in Element form 
angebrachte Deckelektrode 9. Der gesamte bisher beschriebene 
Aufbau ist mit Hilfe einer transluzenten Verkapselungsschicht 
10, unter Belassung eines Gasvolumens 11 unterhalb hiervon, zur 
Umgebung hin abgeschlossen, wobei in diese Verkapselungsschicht 
10 wexters in an sich bekannter Weise (s. EP 0 854 662 A) Farb- 
wandler- bzw. Indexanpassungsschichten 12 integriert sind. 

in der schematischen Draufsicht von Fig. IB ist ersichtlich, 
dass diese Farbwandler- bzw. Indexanpassungsschichten 12 strei- 
fenformig, beispielsweise mit den Grundfarben Blau, Grun und 
Rot, vorlxegen (was. schematisch durch unterschiedliche Schraf- 
fierungen B, G, R in. dieser Fig. 1b augedeutet wurda) . in Sei- 

- \ -1*= »- V-v=U-. UZL^^. t-^lJL±l 'Tyj 1 Vt i kZ \ Xj^^.— --: - 
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Ansteuerung dieser Farbpunkte in Zeilenrichtung ebenso wie xn 
Spaltenrichtung erfolgt uber die Durchkontaktierungen 6 durch 
Anlegen von entsprechenden Steuersignalen an die jeweilxgen 
Grundelektroden 4. Die Deckelektrode 9 hingegen kann, wenn axe 
flachig aufgebracht ist, an einem einheitlichen Potential 
liegen. 

in den Fig. 2A, 2B und 2C sind in schematischen Draufsichten 
verschiedene Fertigungsstuf en bei der Herstellung der eigent- 
lichen Elektrolumineszenz-Vorrichtung (noch ohne Verkapselung) 
veranschaulicht, wobei das nach diesen Fertigungsscbritten er 
baltene Zwischenprodukt in Fig. 2D in scbematiscber Querschnitt- 
darstellung ersichtlich ist. 

GemaS Fig. 2 A liegt bereits eine lateral strukturierte Leiter- 
schicht 5* vor, urn so eine Matrix von Grundelektroden 4 zu bil- 
den Zwischen diesen in Matrix-Form vorliegenden Grundelektroden 
4 befindet sich die gitterartige isolierstruktur 7, die die exn- 
zelnen Grundelektroden 4 voneinander trennt. Im nachf olgenden 
Schritt, vgl. Fig. 2B, wird das organiscbe Elektrolumineszenz- 
schichtsystem 8 flachig aufgebracht, s. auSer Fig. 2B auch Fig. 
2D. Danach wird die lichtdurchiassige Deckelektrode 9 - eben- 
falls flachig - abgelagert, wodurch die Anordnung gemaS Fig. 2D 
erhalten ist. Hierzu ist erganzend auszufuhren, dass vorab die 
Leiterplatte 2 bereits zur Anfertigung der Laser-Vias 6 samt 
Kontaktstellen 6' behandelt wurde, bevor die Strukturierung der 
Leiterschicht 5 zur Bildung der Grundelektroden 4 (s. Fig. 2A) 
erf olgte. 

in Fig. 3A ist in einer schematischen Querschnittsdarstellung 
(in ahnlicher Weise sind alle weiteren Figuren schematische 
Querschnittsdarstellungen) eine Leiterplatte 2 veranschaulicht, 
die eine doppelseitige Metal lkaschierung 5 (oberseitig) bzw. 15 
(unterseitig) auf einem dielektrischen Grundk6rper 3 , z.B. aus 
Epoxidharz, "aufweist. Die Metallkaschierungen 5, 15 bestehen 
beispielsweise wie ublich aus Kupfer. 

Diese das Substrat der vorliegenden Dunnschichtanordnung bil- 
dende Leiterplatte 2 wird sodann in einem ersten Schritt mit 
Durchkontaktierungen 6 versehen, vgl. Fig. 3B, wobei diese 
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Durchkontaktierungen im Hinblick auf die gewunschten eng beisam- 
men liegenderx Bildpunkte, d.h. das hohe Auf IGsungsvermSgen der 
herzustellenden Elektrolumineszenz-Vorrichtung 1, als Laserboh- 
rungen mit galvanischer Kupf erbeschichtung der Bohrungswande 
hergestellt werden. Dabei wird bevorzugt eine derartige Durch- 
kontaktierung oder Laserbohrung 6 unter der jeweils vorzusehen- 
den Grundelektrode 4 hergestellt, urn die endgtiltig erhaltene 
enge Matrix-Anordnung der Grundelektroden 4 mit einer entspre- 
chenden Ansteuerungsmoglichkeit von der Unterseite des Substra- 
tes her ausbilden zu konnen, 

Im nachsten Schritt erfolgt gemafi Fig, 3C eine f otolithograf i~ 
sche Strukturierung der Metallkaschierungen, d.h. der Leiter- 
schichten 5, 15 an der Oberseite und Unterseite des GrundkQrpers 
3 der Leiterplatte 2. Eine derartige Strukturierung ist eben- 
falls an sich herkdmmlich, so dass die danach erhaltene Struktur 
in Fig. 3C ohne die tiblichen Zwischenschritte dargestellt werden 
kann. Die jeweils erhaltenen Strukturen der oberen Leiterschicht 
und unteren Leiterschicht sind zwecks Unterscheidung der voll- 
flachigen Leiterschichten nunmehr anstatt mit 5' bzw. 15' mit 5 
bzw. 15 bezeichnet. An der Unterseite bilden dabei die ver- 
bleibenden Teile 15 der Leiterschicht die Kontaktstellen 6 1 . 

Als Nachstes wird an der Substratunterseite eine temporSre 
Passivierungsschicht 16 angebracht, wie aus Fig. 4A ersichtlich 
ist. Diese temporare Passivierungsschicht 16 dient dazu, diese 
unterseitigen Bereiche der Leiterplatte 2 im Hinblick auf die 
nachfolgende Anbringung einer chemischen bzw. elektrochemischen 
Verstarkung der Leiterschicht 5 an den Stellen der herzustellen- 
den Grundelektroden 4 vorubergehend zu passivieren. Diese Passi- 
vierungsschicht 16 kann f otolithograf isch, wie an sich bekannt, 
aufgebracht werden. 

Wie bereits angedeutet erfolgt als nachster Schritt eine che- 
mische bzw. elektrochemische Verstarkung der strukturierten 
Leiterschicht 5, wobei die Verstarkungslagen in Fig. 4B mit 5A 
angegeben sind. Diese metallische Schicht 5A bildet zusammen mit 
der strukturierten Leiterschicht 5 die jeweiligen Grande lektro — 
den 4, baispislsvueis-e ia-tles: v-^tri:z-j"-j^rdjU2iig: rig . 
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fur den Aufbau der gewttnschten aktiven oder passiven elektroni- 
schen Dunnschichtbauelemente, hier der optoelektronischen EL- 
Vorrichtung 1, geeignet, da die Oberflache der Leiterschicht 5 
an sich ebenso wie jene der mit der verstarkung 5A versehenen 
Leiterschicht 5 viel zu rau ist. Es wird daher in einem nachsten 
Schritt eine Glattung oder ein Polieren der Grundelektroden 4 
durchgefuhrt, um eine niedrige Oberf lachenrauigkeit, beispiels- 
weise mit einer mittleren oberf lachenrauigkeit von maximal 10 nm 
oder bevorzugt sogar maximal 3 nm zu erreichen. Dieser gegiatte- 
te Zustand ist in Fig. 4C dargestellt. Das Glatten oder Polieren 
kann auf an sich herkammliche Weise erfolgen, wie etwa me- 
chanisch, chemisch, elektrochemisch, chemisch-mechanisch sowie. 
durch ionenatzen. Es konnen dabei selbstverstandlich auch Kombi- 
nationen dieser Verf ahrenstechniken eingesetzt werden. 

Die herbeizufuhrende Oberf lachenrauigkeit hangt selbstverstand- 
lich von der Art der jeweiligen Applikation, d.h. vom jeweils 
anzubringenden Dunnschichtbauelement ab, so dass auch Abwei- 
chungen von den vorgenannten mittleren Rauigkeitswerten denkbar 
sind. 

Zu erwahnen ist auch, dass es nicht unbedingt erforderlich ist, 
eine metallische Verstarkung 5A fur die Grundelektroden 4 vorzu- 
sehen, da auch die Metallkaschierung, d.h. Leiterschicht 5 der 
Leiterplatte 2, bereits eine ausreichende Dicke aufweisen kann. 
Welters ist es im Prinzip auch denkbar, die Reihenfolge der 
Strukturierung der Leiterschicht 5 (s. Fig. 3C) und der Glattung 
der Oberflache der Leiterschicht (s. Fig. 4C) zu vertauschen, 
d.h. die Glattung der Leiterschicht 5' insgesamt zuerst vorzu- 
nehmen und erst danach die Leiterschicht 5' zur Bildung der 
Grundelektroden 4, d.h. zur Bildung der strukturierten Leiter- 
schicht 5, entsprechend fotolithograf isch zu atzen. 

in einem diese Phase der Herstellung abschlieSenden Schritt wird 
die un'tere Passivierungsschicht 16 entfernt, so dass nunmehr die 
Substratstruktur gemaS Fig. 4D erhalten ist. 

in der nachsten Phase wird auf der nun gegiatteten Grundelektro- 
de 4 eine Kontaktschicht angebracht, wobei als erstes gemaS Fig. 
5A eine temporare Fotolackstruktur in der Art von Abrisskanten 
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17 in den Zwischenraumen zwischen den Grundelektroden 4 ange- 
bracht wird. Darauf wird die gesamte Oberseite der erhaltenen 
Struktur mit einer Lage 18 1 aus Kontaktschichtmaterial uberzo- 
gen, wobei in den unteren Bereichen der Abrisskanten 17 kein 
Kontaktschichtmaterial erfolgt, so dass in einem nachf olgenden 
Entfemungsschritt (Atzschritt) die Abrisskanten 17 entfemt 
werden kdnnen, wobei in den iibrigen Bereichen der Oberf lache die 
gewunschte Kontaktschicht 18 zuriickbleibt , vgl. Fig. 5B und 5C. 

Die Kontaktschicht 18 dient zur elektrischen Kontaktierung der 
nunmehr auf zubringenden nachsten Schicht des jeweiligen Dtinn- 
schichtaufbaus ebenso wie zur Stabilisierung der Haftung dieses 
Dunnschichtaufbaus auf der Grundelektrode 4 sowie schlieSlich 
auch zur Passivierung der Leiterschicht 5 bzw. ihrer VerstSrkung 
5a, indem durch das Einbringen der Kontaktschicht 18 eine et- 
waige Kontamination des Diinnschicht systems durch Interdif fusion 
von Premdsubstanzen aus der Leiterschicht 5 bzw. ihrer Ver- 
starkung 5a unterbunden wird. Das Material far die jeweilige 
Kontaktschicht 18 ist naturgemafi wiederum abhangig vom jewei- 
ligen anzubringenden Dunns chichtbauelement geeignet zu wahlen, 
und sie besteht beispielsweise aus einem Metall wie Aluminium, 
Gold, Palladium oder Platin, einer Metal llegierung, Kohlenstoff 
Oder einer helbleitenden Verbindung, kann aber auch aus einer 
leitfahigen Suspension oder einer Losung (z.B. Polyanilin, Poly- 
ethylen-Dioxithiophen/Polystyrolsulfonsaure) bestehen. 

Die Kontaktmaterial-Lage 18 1 kann mittels ublicher Dunnschicht- 
verfahren, wie etwa durch thermisches Verdampfen, Kaltkathoden- 
zerstaubung, Elektronenstrahlverdampf ung, Beschichtung mittels 
Laserpulsen sowie durch Beschichtungsverf ahren aus der flttssigen 
Phase, wie z.B. Tauch-, Spriih-, Schleuder- und Tintenstrahl- 
druck-Verf ahren, aufgebracht werden, wobei auf eine physikali- 
sche bzw. chemische Adsorption des Kontaktmaterials auf der 
Leiterschicht 5 bzw. ihrer Verstarkung 5a zu achten ist; diese 
physikalische bzw. chemische Adsorption ist fiir ein Haften bzw. 
Nicht-Ablosen des Kontaktmaterials auf bzw. von der Leiter- 
schicht 5, 5a von Bedeutung. Im Fall von gleichf drmigen Be- 
schichtungsverfahren aus der flttssigen Phase k ann die larsrala 
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Kommen derartige Prozesse zur Anwendung, entfailt die Struktu- 
rierung mittels des Abrisskantenverf ahrens . 

Als NSchstes erfolgt nun die Anbringung einer oberen Passivie- 
rungsschicht, urn die Bereiche zwischen den Grundelektroden 4 
samt daruber angebrachten Kontaktschichten 18 zu passivieren und 
so daran zu hindern, dass uber diese Bereiche aus dem GrundkOr- 
per 3 der Leiterplatte 2 Substanzen in den noch anzubringenden 
Dtinnschichtaufbau des jeweiligen Dtinnschichtbauelements ein- 
dringen. Hierfiir wird in einem ersten Schritt gem&S Fig. 6A eine 
neuerliche temporare Fotolackstruktur 19 auf den Kontaktschich- 
ten 18 liber den Grundelektroden 4 angebracht, und danach wird 
daruber das Material fur die Passivierungsschicht 20 abgeschie- 
den, siehe Fig, 6B. Im Anschluss daran wird uber den Grundelek- 
troden 4 die Fotolackschicht samt Passivierungsschicht fotoli- 
thografisch entfernt, so dass eine strukturierte Passivierungs- 
schicht 20 nur in den Zwischenzonen, wo das Basismaterial des 
Isoliergrundkdrpers 3 der Leiterplatte 2 freigelegt war, zurtick- 
bleibt, s. Fig. 6C. Uber Fenster 20' in dieser Passivierungs- 
schicht 20 liegen die Kontaktschichten 18 mit den darunter 
liegenden Grundelektroden 4 f rei . Die Passivierungsschicht 20 
ist selbstverstandlich nur dann zweckmaSig bzw. anzubringen, 
wenn die angesprochene Kontamination des spezifischen Dunn- 
schichtaufbaus durch Substanzen, die aus dem dielektrischen Ma- 
terial des Grundkorpers 3 dif fundi er en konnen, zu befurchten 
ist. Wenn eine solche Diffusion von Substanzen nicht zu befurch- 
ten ist, kann die Anbringung der Passivierungsschicht 20 auch 
unterbleiben, es ware dann aber eine andere Isolierstruktur (7 
in Fig. 1A und IB) zwischen den Grundelektroden 4 anzubringen. 
Das Material der Passivierungsschicht 20 ist wiederum abhangig 
von den verwendeten Material! en, insbesondere vom Material des 
Grundkorpers 3, zu wahlen. Wie beschrieben wird sie zweckmaSig 
fotolithograf isch strukturiert (vgl. die Fig. 6A und 6B) , und 
das Material der Passivierungsschicht 20 kann mittels .iiblicher . .. 
Dunns chi chttechniken, etwa durch thermisches Verdampfen, Kaltka- 
todenzerstaubung usw. , aufgebracht werden, wobei auf eine fur 
das Haften hinreichende physikalische bzw. chemische Adsorption 
des Passivierungsmaterials auf dem Grundkorper 3 zu achten ist. 
Als Material fur die Passivierungsschicht 20 kann beispielsweise 
Siliziumoxid, ein Sol-Gel-System oder eine Epoxidverbindung 
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verwendet werden . 

Alternativ zur Technik gemafi den Fig. 6A bis 6C ist es auch 
denkbar, vorweg eine vollfiachige gleichf ormige Aufbringung von 
Passivierungsmaterial, etwa in Form eines Laminats, vorzusehen 
und diese Passivierungsschicht erst nachtraglich f otolithogra- 
fisch zu strukturieren, um schliefilich die Struktur gemaS Fig. 
6C zu erhalten. 

Die so erhaltene Anordnung ist nunmehr bereit fur die Anbringung 
der jeweiligen elektronischen Schichten in Dunnschichttechnik, 
zum Aufbau des gewunschten Dunns chichtbauelementes 8, im vorlie- 
genden Fall einer optoelektronischen aktiven organischen Dunn- 
schichtstruktur; zur Erzielung der Elektrolumineszenz (EL) -Vor- 
richtung 1 (s. Fig. 1A) werden dabei ein oder mehrere optoelek- 
tronisch aktive organische Schichten 21 auf dem vorbereiteten 
Substrat gemafe Fig. 6C abgeschieden, so dass die Anordnung gemaS 
Fig. 7 A erhalten wird. Wie dabei ersichtlich wird beispielsweise 
uber der gesamten Flache das organische EL-Material abgelagert, 
wodurch die Herstellung besonders einfach wird. Ebenso wie 
dieses (gegebenenf alls mehrlagige) organische EL-Dtinnschicht sys- 
tem 21 (dessen Dicke einige wenige ran bis einige hundert ran be- 
tragen kann) wird nachfolgend auch eine transparente oder trans- 
luzente Kontaktschicht 22, s. Fig. 7B, fiachig aufgetragen; auch 
die nachfolgend angebrachte transparente oder transluzente Deck- 
elektrode 9 wird flSchig aufgetragen, s. Fig. 7C. Es ist jedoch 
abweichend hiervon auch denkbar, die obere Kontaktschicht 22 so- 
wie die Deckelektrode 9 anstatt vollflachig auch streif enweise 
oder symbolweise zu strukturieren. 

Als Beispiel far die organischen optoelektronisch aktiven 
Schichtmaterialien, zur Realisierung der Elektrolumineszenz-Vor- 
richtung 1, konnen Poly- und Oligophenyle, Aryl amine, Poly- und 
Oligoazometine genannt werden. Ftir die transparenten oder trans - 
luzenten Kontaktschicht en 22 sowie die Deckel ektroden 9 konnen 
transparente oder semitransparente Metalle, Metal llegierungen, 
Halbleiterverbindungen (mit einer Schichtdicke <50 nm) , leitfa- 
hige Metalloxide (z,B. AluminiuirL-dotiertes Sinkoxid. " inn-do - 
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Polyethylen-Dioxi thiophen/ Polys tyro Isulfons Sure ) verwendet 
werden . 

AbschlieSend wird die so erhaltene Diinnschichtanordnung (s. Fig. 
7C) noch mit eirxer Schutzabdeckung versehen, wozu als erstes, 
gemaS Fig. 8A, ein fur Gas und Feuchte undurchiassiger Klebe- 
wulst 23 randseitig angebracht wird. Uber diesem Klebewulst 23 
wird anschlieSend die lichtdurchlassige Verkapselungsschicht 10 
angebracht, um die eigent lichen Dunnschichtbauelemente 24 mit 
den Grundelektroden 4, der Kontaktschicht 18, der Dunns chicht- 
struktur 8, der oberen Kontaktschicht 22 und der Deckelektrode 9 
zu verkapseln, wobei ein Gasvolumen 25 verbleibt, in dem in an 
sich herkdmmlicher Weise Gettennaterialien fur Sauerstoff 
und/oder Wasser bzw. Feuchtigkeit enthalten sein kdnnen. 

Wie sodann in Fig. 8C dargestellt ist, konnen gewtinschtenf alls 
auch lateral strukturierte Farbwandlerschichten 12 (s. auSer 
Fig. 8C auch Fig. 1A und IB) in die Verkapselungss chicht 10 uber 
dem Gasvolumen 25 und den einzelnen Dunns chichtbauelemen ten 24 
integriert werden. 

Auf diese Weise ist nunmehr die gewunschte Diinnschichtanordnung 
fertiggestellt, die an den Kontaktstellen 6' mit den erforderli- 
chen Steueranschiassen versehen werden kann. Zusatzlich kSnnen 
auf der Leiterplatte 2 auch in an sich herkommlicher und hier 
nicht n&her dargestellter Weise Bauelemente montiert werden, um 
gewunschte Schaltungsfunktionen zu realisieren. 

In den Fig. 9A bis 9D ist in verschiedenen Herstellungsschritten 
ein anderes Ausf uhrungsbei spiel veranschaulicht , namlich eine 
Dunns chichtanordnung mit einer f otovoltaischen Zelle aus einem 
organischen optoelektronisch aktiven Schicht system, wobei die 
Herstellung im Prinzip sehr ahnlich wie vorstehend anhand der 
Fig. 3 A bis 8C beschrieben erfolgen kann. _ 

Im Einzelnen wird ahnlich wie in Fig. 7A gezeigt, auf entspre- 
chende Grundelektroden 4, bestehend aus der strukturierten 
Leiterschicht 5, einer Verstarkung 5A und einer Kontaktschicht 
18, das gewunschte optoelektronisch aktive organische Schicht- 
system 21 abgeschieden, wonach eine lichtdurchlassige Kontakt- 



schicht 22 <s. Fig. 9B) und dartiber eine lichtdurchiassige Deck- 
elektrode 9 (s. Fig. 9C) wiederum flachig abgeschieden werden 
konnen. SchlieSlich kann wiederum in einer Weise wie vorstehend 
anhand der Fig. 8A und 8B erlautert eine lichtdurchiassige Ver- 
kapselungsschicht 10 mit einem randseitigen Gas- und Feuchte-un- 
durchlassigen Klebewulst 23 angebracht werden, wie in Fig. 9D 
veranschaulicht ist. 

In Fig. 10 ist ein weiteres Aus fiihrungsbei spiel in Form einer 
auf einer Leiterplatte 2 integrierten organischen Diode 30 ver- 
anschaulicht, wobei hier wiederum in vergleichbarer Weise, wie 
vorstehend erlautert, tiber einer Grundelektrode 4 mit einer Kon- 
taktschicht 18 ein entsprechendes organisches Dioden-Dtinn- 
schichtsystem 21 1 aufgebracht ist. Dartiber befindet sich eine 
obere Kontaktschicht 22 1 , die hier nicht lichtdurchlassig sein 
muss, und eine Deckelektrode 9 1 , die ebenfalls nicht lichtdurch- 
lassig zu sein braucht. Zu ersehen sind weiters aus Fig. 10 
wiederum die strukturierte untere Metal lkaschierung 15 und der 
GrundkSrper 3 der Leiterplatte 2 sowie weiters ein dichter 
Klebewulst 23 und eine Verkapselungs schicht 10', wobei auch hier 
eine opake Ausbildung vorliegen kann. 

Ahnliches gilt auch fur die Transistorstruktur 40 gemaB Fig. 11, 
wobei wiederum uber der Grundelektrode 4, bestehend aus der 
strukturierten oberen Leiterschicht 5 und einer Verstarkung 5A, 
eine Kontaktschicht 18 1 angebracht ist, die beispielsweise den 
Gate-Kontakt der gebildeten Feldef f ektstruktur 40 bildet. Uber 
dieser Kontaktschicht 18 1 der Transistorstruktur 40 ist eine 
Isolierschicht 41, beispielsweise aus Aluminiumoxid, angebracht, 
tiber der wiederum eine organisch aktive Schicht 21 1 aufgebracht 
ist, die einerseits mit einer Source-Kontaktschicht 42 und 
andererseits mit einer Drain-Kontakt schicht 43 in Verbindung 
steht. Diese Kontakte werden tiber seitlich der Transistorstruk- 
tur 40 vorhandene Grundelektroden 4 S , 4 D bzw. tiber deren korre- 
spondierende Durchkontaktierungen 6 S/ 6 D und Kontaktstellen 6 ( 
von der Unterseite her kontaktiert. 

In ahulicher Weise konnen auch cmdere Dunns-clii chfcbauoJ emaace ; 
und. " raar a!:tii*6 Eiiusl^^zifc* ^L-^nco v i =- • ---- ----- - - 
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integriert werden, wobei wesentlich jeweils die Giattung der 
strukturierten, gegebenenf alls verstarkten Leiterschicht 5 (bzw. 
5A) , somit der Grundelektroden 4 oder unterseitigen Elektroden 
durchzufuhren ist. Auf dieser geglatteten oder polierten Grund- 
elektrode wird dann die beschriebene Kontaktschicht zur Herstel- 
lung des Kontakts und der stabilen Adhesion der Diinnschichtauf- 
bauten vorgesehen. Andere an sich herkOmmliche Bauel entente, die 
mit der erf indungsgemafcen Technik auf Leiterplatten integriert 
werden konnen, sind beispielsweise Sensoren, wobei im Fall von 
optischen Sensoren entsprechende lichtdurchlassige obere Kon- 
taktschicht en, Elektroden und Verkapselungsschichten vorzusehen 
sind. 
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1. Dtinnschichtanordnung mit einem Substrat und zumindest einem 
auf dem Substrat in Dtinnschichttechnik auf gebrachten elektroni- 
schen Dunnschichtbauelement , wobei auf dem Substrat eine Grund- 
elektrode vorliegt, auf der zum Dunnschichtbauelement gehorigen 
Dunns chi ch ten einschlieSlich einer oberen Deckelektrode angeord- 
net sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat durch eine 
an sich bekannte Leiterplatte (2) mit einem Isoliermaterial- 
Grundkorper (3) und einer Metal lkas chi erung als Leiterschicht 

(5) gebildet ist, dass die Leiterschicht (5) die Grundelektrode 
(4) bildet und hierftir zumindest an der Stelle des Dtinnschicht- 
bauelements geglattet ist, und dass zwischen der gegiatteten, 
gegebenenfalls verstarkten Leiterschicht (5) und den daruber 
liegenden Duimschichten (21) des DOnnschichtbauelements eine 
Kontaktschicht (18) in Dtinnschichttechnik vorgesehen ist, welche 
auf der Oberfiache der Grundelektrode (4) physikalisch bzw. che- 
misch adsorbiert ist, 

2 . Dtinnschichtanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass in der Leiterplatte (2) Via-Verbindungen zur elektro- 
nischen Kontaktierung der Elektroden durch den Grundkdrper (3) 
der Leiterplatte (2) hindurch vorgesehen sind. 

3. Dtinnschichtanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in der Leiterplatte (2) eine Durchkontakti erung 

(6) zur Grundelektrode (4) direkt unter dieser vorgesehen ist. 

4. Dtinnschichtanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die gegiattete Leiterschicht (5) uber 
Fiachenbereiche der GroSe 20 x 20 iim 2 (Mikrorauigkeit ) eine mitt- 
lere Oberf ISchenrauigkeit von maximal 10 nm, vorzugsweise maxi- 
mal 3 nm, aufweist. 

5. Dtinnschichtanordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass auch unter der Deckelektrode (9) eine 
Kontaktschicht (22) vorgeseharu ist . 
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durch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (18; 22) zugleich 
eine Passivierungsschicht fxir die Elektrode bildet. 

7. Diinnschichtanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (18; 22) zugleich 
eine Stabilisierungsschicht fur die Haftung zwischen der Elek- 
trode und der benachbarten Dunnschicht bildet . 

8. Durms chichtanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (18; 22) eine me- 
tallische Schicht, z.B. aus Aluminium, Gold, Palladium, Platin 
Oder eine Metal llegierung, oder Kohl ens toff oder eine halblei- 
tende Verbindung ist. 

9. Diinnschichtanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktschicht (18; 22) durch 
eine leitfahige Suspension oder Losung, z.B. auf Basis von Poly- 
anilin, Polyethylen-Dioxithiophen/Polystyrolsulf onsaure, ge- 
bildet ist. 

10. Diinnschichtanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass auf von der Leiterschicht (5) freige- 
stellten, f reiliegenden Bereichen des Grundkorpers (3) eine, 
Kontamination des jeweiligen Diinnschichtbauelements durch aus 
dem Grundkorper (3) austretende Subs t an z en verhindernde Dunn- 

s chi cht - Pas s i vi erungs s chi ch t (20) auf gebr ach t ist. 

11. Dunns chichtanordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Passivierungsschicht (20) aus Siliziumoxid, einem 
Sol-Gel-System oder einer Epoxidverbindung besteht. 

12. Diinnschichtanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Deckelektrode (9), gegebenenf alls 
auch die darunter vorgesehene Kontaktschicht (22) ,. zumindest 
transluzent, vorzugsweise transparent ausgebildet ist. 

13. Diinnschichtanordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Dunns chi chtbauelement (24) eine Elektrolumines- 
zenzvorrichtung angeordnet ist. 
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14. Dtinnschichtanordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
net, dass lokale Grundelektroden (4) , die individuelle Durchkon- 
taktierungen (6) haben, innerhalb einer isolierenden Gitter- 
struktur auf der Leiterplatte (2) vorliegen und dartiber ein fl&- 
chiges Elektrolumineszenz-Diinnschicht system sowie eine fiachige 
oder aber streifen- oder symbolweise strukturierte Deckelektrode 
(9) angebracht sind. 

15. Dtinnschichtanordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, dass als Diinnschichtbauelement eine f otovoltaische Anord- 
nung vorgesehen ist. 

16. Dtinnschichtanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass als Dunns chichtbaue lenient ein Sensor, 
insbesondere ein optischer Sensor oder ein Tempera tursensor, 
vorgesehen ist. 

17. Dtinnschichtanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass als Diinnschichtbauelement eine Diode 
(30) vorgesehen ist, 

18. Dtinnschichtanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass als Diinnschichtbauelement ein Tran- 
sistor, insbesondere ein Feldef f ekttransistor (40), vorgesehen 
ist. 

19. Dtinnschichtanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass als Diinnschichtbauelement ein Uber- 
spannungsschutzelement vorgesehen ist. 

20. Dtinnschichtanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 19, da- 
durch gekennzeichnet, dass dem Diinnschichtbauelement eine Ver- 
kapselung (10) zugeordnet ist. 

21. Dtinnschichtanordnung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Verkapselung (10) transluzent oder transparent 
ausgebildet ist. 



schlossenes Gasvolumen (11) vorliegt. 

23. Dunns chichtanordnung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Verkapselung Farbwandler- bzw. Indexan- 
passungsschichten (12) in Ausrichtung zu den lokalen Grundelek- 
troden tragt. 

24. Verfahren zum Herstellen einer Dunns chichtanordnung mit 
wenigstens einem elektronischen Dunns chichtbauelement , das in 
Dunnschichttechnik auf einem Substrat aufgebracht wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Substrat eine Leiterplatte mit einem 
Isoliermaterial-Grundkorper und einer Metallkaschierung als 
Leiterschicht verwendet wird, dass die Leiterschicht zumindest 
lokal, gegebenenfalls nach Anbringung einer Verstarkung, gegiat- 
tet wird, urn zumindest eine Grundelektrode far das Dunnschicht- 
bauelement zu bilden, und dass auf der Grundelektrode eine 
Kontaktschicht in Dunnschichttechnik angebracht wird, bevor dar- 
uber das tibrige Dunns chichtbauelement angebracht wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterschicht durch ein mechanisches Verfahren, wie z.B. Dappen, 
Schleifen oder Polieren, geglattet wird. 

26.. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterschicht durch elektrochemisches Polieren geglattet wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterschicht durch chemisch-mechanisches Polieren gegiattet 
wird. 

28. verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterschicht durch chemisches Atzen, beispielsweise mit Schwe- 
felsaure, Salpetersaure oder Chromschwef elsaure, geglattet wird. 

29. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterschicht durch Ionenatzen geglattet wird. 

30. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterschicht durch Beschuss mit Partikeln einzelner oder mehre- 
rer Atome oder Molekule, wie z.B. Argon oder Argon-Cluster, ge- 
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giattet wird. 

31. Verfahren nach einem der Ansprttche 24 bis 30, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Leiterschicht uber Flachenbereiche der 
GrOfie 20 x 20 \xai 2 bis zu einer mittleren Oberf lachenrauigkeit von 
maximal 10 run, vorzugsweise maximal 3 nm, geglattet wird. 

32. Verfahren nach einem der Ansprttche 24 bis 31, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Leiterschicht elektrochemisch verst&rkt 
wird. 

33. Verfahren nach einem der Ansprttche 24 bis 32, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Leiterplatte vor einem lokalen Verstarken 
der Leiterschicht in den tibrigen Bereichen voriibergehend fotoli- 
thografisch passiviert wird. 

34. Verfahren nach einem der Ansprttche 24 bis 33, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass von der Leiterschicht freigelegte Bereiche 
des Grundkorpers vor dem Anbringen des tibrigen Dttnnschichtbau- 
elements f otolithograf isch untersttitzt in Dunns chichttechnik 
passiviert wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet , 
dass eine Passivierungsschicht durch thermisches Verdampfen auf- 
gebracht wird. 

36. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Passivierungsschicht durch Kaltkatodenbeschichtung 
auf gebracht wird. 
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Zusammenfassung 



Dttnnschichtanordnung (1) mit einem Substrat (2) und zu- 
ndndest einem auf dem Substrat in Dunns chicbttecbnik aufgebracb- 
ten elektroniscben Dunns chichtbauelement (8), wobex auf deia 
Substrat eine Grundelektrode (4) vorliegt, auf der zum Dton- 
schichtbauelement (8) gehSrigen Dunnscbichten exn^cnlxeSlxch 
einer oberen Deckelektrode (9) angeordnet sind; das Substrat (2) 
ist durcb eine an sich bekannte Leiterplatte mit einem Iso- 
liermaterial-GrundkSrper (3) und einer Metallkaschierung als 
Leiterschicht (5) gebildet, wobei die Leiterscnxcht (5) dxe 
Grundelektrode (4) bildet und hierfur zumindest an d f r , Sto ^ 
des Dunnscnicntbauelements (8) geglattet ist, und wobex zwxscben 
der geglatteten, gegebenenf alls verstarkten Lexterschxcht (5) 
und den darixber liegenden Dunnscnichten des Dunnschxcbtbau- 
elements (8) eine Kontaktscbicbt (18) in Dunnscbicbt te chnxk 
vorgesehen ist, welche auf der Oberflache der Grundelektrode (4) 
physikaliscb bzw. cbemisch adsorb! ert ist. 



(Fig. 8C) 
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